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はじめに  バルクヘテロ型（BHJ）太陽電池は、逆型構造とすることで長寿命化できることが知ら

れている。この太陽電池では光照射により作製直後から太陽電池特性が向上する(light soaking effect

（LSE）という)。ドナー相とアクセプタ相のどちらが LSE に支配的であるかは、太陽電池を最適化す

る上で不可欠である。我々は、バルクヘテロ型太陽電池のドナー相とアクセプタ相の電界成分を選択的

に測定できる 2 波長電界誘起光第 2 次高調波発生（EFISHG）法によって、発電層の電界成分が LSE

によって増大することを示した。[1] 本発表では C-f 特性と EFISHG 測定を合わせて評価することで

LSE 前後における空乏層幅と、ドナー相・アクセプタ相の空間電荷電界の形成を実験から考察した。 

実験  Fig. 1 に測定した逆型バルクヘテロ太陽電池の構造（ITO/P3HT:PCBM(70)/PEDOT:PSS/ 

Au）と光照射(波長 350~450nm)効果による太陽電池特性の向上を表す。LSE の前後で EFISHG 測

定、C-f 測定を行い P3HT,PCBM 内部の電界と空乏層のキャパシタンスを測定した。EFISHG 測定で

は 2 つの相の電界成分を選択的に測定するために SH 光波長 450nm、550nm の 2 つの波長を用いて測

定を行った。 

結果  Fig. 2 に C-f 特性を表す。UV 光照射によって低周波領域におけるキャパシタンスが増加(Δ

C=3.5 nF)していることがわかる。これは LSE により空乏層 30 nm が形成したことを表す(比誘電率は

4 とした)。Fig. 3 に EFISHG 測定の結果を表す。空乏層形成にともなって P3HT(ΔE=－9.1×104 V/cm)

と PCBM(ΔE=9.6×104 V/cm)の空間電荷電界が作られることを直接実験で示した。 

結論  ITO/P3HT:PCBM(70)/PEDOT:PSS/Au 素子への UV 光照射による LSE 発生から、空乏層形

成(厚さ 30nm)によるキャパシタンスの増加が確認できた。また 2 波長 EFISHG 測定から特に PCBM

内部の電界が大きくなっているため、本素子における LSE は PCBM 相の空乏層形成の影響であると確

認できた。 
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